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Inventia se refera la tehnica cu semiconductori, In particular la fotodiode, i poate fi utilizatd in sistemele
optoelectronice pentru detectarea, inregistrarea si transformarea semnalelor optice transmise prin fibre optice, prin
atmosfera sau prin alte medii optice.

Esenta inventiei constd in aceea cd fotodioda selectivd cu sensibilitate modulatd pe baza heterosrtucturilor
compusilor III-V contine un substrat cu banda energetica interzisa Eg, pe care sunt depuse consecutiv un strat activ

intrinsec cu Egj, un strat frontal cu Egy grosimea cdruia este mai mare decét lungimea de difuzie a purtatorilor de
sarcind minoritari si in care la heterogranita cu stratul activ este formata prima jonctiune p-n, si unstrat antireflectant cu
Eg3 totodata Eg <Egp<Eg)<Eg3. Pe verso substratului sunt depuse consecutiv al doilea strat activ intrinsec cu Egy,
grosimea caruia este mai mica decat lungimea de difuzie a purtatorilor de sarcind minoritari si un strat cu £g; in care la
heterogranita cu al doilea strat activ este formatd a doua jonctiune p-n, totodatd Egy<Eg;<Egr<Egp<Eg3.
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